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１．概要（Summary） 

半導体デバイス製造にはプラズマエッチング技術が不

可欠であり、デバイスの微細化に伴ってより高精度な絶縁

膜エッチングが求められている。その中、プラズマ処理を

行う際の基板温度はプロセス特性を決めるうえで重要な

パラメータとなっており、形状異常の抑制やエッチング速

度の向上が報告されているが、そのメカニズムについては

理解が進んでいない。 

本研究では、プラズマエッチング中のプロセス速度や

形状に着目し、表面でのエッチング反応について In-

situ表面解析法や温度計測法を用いて調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ラジカル計測付多目的プラズマプ

ロセス装置、表面解析プラズマビーム装置、in-siteプラ

ズマ照射表面分析装置 

【実験方法】 

容量結合型プラズマエッチング装置に CHF3/Ar/O2を

15/75/10 sccm導入し、チャンバー内圧力を 4 Paに制

御した。基板の温度は室温に制御し、プラズマからの入

熱による基板温度の上昇を抑制するために、プラズマを

10秒間のみ照射した。プラズマ条件は、プラズマ生成

RFパワーを 60 MHz (400 W)、バイアス制御用パワーを

2 MHz (500 W)とした。プロセス中の基板温度の時間変

化の測定には周波数領域型低コヒーレンス干渉計を用い

て非接触で行っている。本手法は Si ウェハ上面・下面の

反射光の干渉を数的処理し温度依存性を持つ光学的厚

さを観察することで温度測定を可能としている。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にプロセス中の Si ウェハ温度の経時変化を干

渉温度計を用いて計測した結果を示す。結果より実エッ

チングプロセス条件下で Si基板温度をリアルタイムで計

測することに成功した。プラズマを 10秒間照射すること

でウェハ温度は約 15 °C上昇していることがわかり、これ

はプラズマ中から基板に入射するイオンによる入熱が支

配的であり、温度上昇傾斜から基板へのイオンのエネル

ギーフラックスの導出が可能であることがわかった。 
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